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실리콘 산화물 및 질화물 증착을 위한 신규 실리콘 

증착소재의 실시간 진단 연구
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  실리콘 질화막(Si3N4)과 산화막(SiO2)은 반도체 소자를 구성하는 물질 중 가장 널리 사용되는 

유전 또는 절연물질이다. 이러한 실리콘 산화막과 질화막은 적용할 소자에 따라 다양한 CVD
나 ALD 공정을 기반으로 제조한다. 증착공정 개발에 있어 실리콘 증착소재가 성공여부를 결

정하는 근간이 되며, 이는 실리콘 증착소재의 특성에 따라 증착된 산화막과 질화막의 물성이 

크게 변하기 때문이다. 
  실리콘 증착소재 개발을 위해서 국내외 증착소재 합성업체가 노력을 기울이고 있지만 개발

된 증착소재의 특성을 정확히 진단하기 위한 기술이 뒷받침되지 않아 개발 효율이 높지 않은 

것이 현실이다. 한국표준과학연구원 내 진공기술센터에서는 이러한 실리콘 증착소재의 특성, 
특히 반응성을 평가하기 위한 기술 및 시스템을 개발하고 이를 활용하고 있다. 
  본 연구에서는 적외선 분광법을 이용하여 개발된 증착소재의 기상 열적안전성 및 반응기체

에 따른 반응성을 실시간으로 진단하 다. 반응기체로는 산화막을 증착하기 위해 가장 많이 

사용되는 H2O와 질화막을 증착하기 위해 가장 많이 사용되는 NH3를 사용하 다. 각 반응기체

의 유량별, 가스셀 온도, 압력 등의 반응조건의 변화에 따른 실리콘 증착소재의 반응성 및 안

정성을 평가하고 기존에 양산용으로 소자제조에 사용되고 있는 증착소재와 비교평가를 수행하

다.
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